4.2. Obojstranne lesteny kremik Si19-28

Na tejto vzorke sme previedli iba meranie priepustnosti. Vysledkom je graf na obr. 6, povod ab-
sorpcnych pikov je identifikovany v tabulke 2. Tato vzorka nam neskor posluzila ako referencénd na
stanovenie relativnej priepustnosti ostatnych vzoriek.
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Obr. 6: IR transmisné spektrum vzorky Si19-28.
| Pik [ vem™ '] | Konfigurécia ‘
I 515 multifonénové absorpcia (LO+TA), intersticidlny kylsik (Si-O-Si)
I1 563 multifonénova absorpcia (LO+TA)
111 610 multifonénova absorpcia (TO+TA)
v 739 multifonénova absorpcia (LO+LA)
\Y% 817 multifonénova absorpcia (TO+LA)
VI 890 multifonénova absorpcia (LO+TO)
VII 1107 intersticidlny kyslik (Si-O-Si)
VIII 1300 intersticidlny kyslik (Si-O-Si)
IX 1450 intersticidlny kyslik (Si-O-Si)

Tabulka 2: Identifikdcia absorpénych pikov vzorky Si19-28.

Piky I-VI je mozné idetifikovat ako prevazne miltifonénové absorpcie LO a TA médov v kremiku.
Na vlnocte 515 cm ™! sa moze prejavovat intersticialny kyslik. Pésy okolo vlnoc¢tov 1107 cm™!, 1300 cm ™,

1450 cm ™! st znovu prejavom absorpcie na komplexe typu Si-O-Si.

4.3. Organosilikénova polymérna vrstva

Na vrstve SIOCH bolo prevedené meranie priepustnosti v IR oblasti a meranie odrazivosti. Odrazi-
vost bola nafitovand pomocou rovnice (10) modelom neabsorbujiicej vrstvy s pouzitim dvojpara-
metrického Cauchyho vztahu na absorbujicom substrate. V grafe na obr.7 je vynesend namerand
odrazivost R spolu s vyssie uvedenym fitom. V tabulke 3 st uvedené vysledky fitovania, kde d oz-
nacuje hrubku vrstvy, a a b si parametre Cauchyho formule. Z grafu je zrejmé, Ze fit pomerne presne
sedi pre cel merant oblast.



